NPN-Transistoren fiir Treiber- und Endstufen BFX 59
in Antennenverstarkern BFX h9F

BFX 59 und BFX59F sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-HF-Transistoren im Geh&use
18A4 DIN 41876 (TO-72). Die Anschlisse sind vom Gehéause elektrisch isoliert. Die Tran-
sistoren eignen sich zur Verwendung in Treiber- und Endstufen kleiner Leistung bis in den
UHF-Bereich.

Typ l Bestellnummer d;ﬂi
BFX 59 l Q60206-X59
BFX59F Q60206—X59-S5
1354
Gewicht etwa 0,4 g MaRe in mm
BFX 59
Grenzdaten BFX 59F
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 20 Vv
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 30 Vv
Emitter-Basis-Spannung Ueso 3 \Y
Kollektorstrom I 100 mA
Basisstrom I 30 mA
Sperrschichttemperatur T; 175 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis +175 °c
Gesamtverlustleistung (7Tg < 45°C) Pot 370 mW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Ringu =< 650 K/W
Kollektorsperrschicht — Transistorgehéduse Rinse < 350 K/W
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SIEMENS BFX 59
BFX 59F

Statische Kenndaten (7, = 25°C) BFX 59 BFX59F

Kollektor-Basis-Reststrom

(Ucgo =20V) Icso 0,3(=10) 0,3(=10) nA

Kollektor-Emitter-Durchbruch-

spannung

(Icgo = 10 mA) U(BR)CEO > 20 > 20 \

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(Ieso = 10 pA) Ugrieso | >3 >3 \Y

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

KurzschluBR-Stromverstarkung

Ic=10mA; Uce=10V;f=1kHz) hye 30 bis 200 30 bis 200 —

Transitfrequenz

(Ic=8mA; Uce=10V;

=100 MHz) fr 900 (> 600) 900 (> 600) MHz

(Ic=20mA; Uce=10V; )

f=100 MHz) fr 1000 (> 700) | 1050 (> 700) | MHz

(Ic =35 mA; UCE = 10V;

f=100 MHz) —_ 1000 (> 700) | MHz

KurzschluB-Ruckwirkungskapazitat

(Ic=1mA; Ucg=10V;

f=1 MHz) =Ci2e 0,4 bis 0,6 0,6 bis 0,9 pF

Riickwirkungszeitkonstante

(Ic=10mA; U =10V;

f =30 MHz) oy *Cp'c| 4 4 ps

Rauschzahl

(Ic=3mA; Uce=10V;

f= 200 MHz; Rz = 60 Q) F 3.4 (<4,5) 34 (<4,5) dB

(Ic=3mA; Uge=10V;

f=300kHz; Rg = 300 Q) F 2,6 2,6 dB
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SIEMENS BFX 59

BFX 59 F
Temperaturabhangigkeit der )
zuldssigen Gesamtverlustleistung Ausgangskennlinien Ic = f (Uce)
Piot = F(T); Ren = Parameter I; = Parameter
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SIEMENS

BFX 59F

KurzschluB-Rickwirkungs-
Kapazitat C,,% K/If (Ucg)

Ie =1 mA; f
pF BFX59F
15
| ]
I
IC =1mA
g \
Do
N\
‘\\~!\~
\\
05
0
0 10 20V
— U
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